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1 Objetivos Generales

Dada la denominacién de Ingeniero Informatico, el papel que la Fisica debiera jugar en los
estudios de Informatica tiene que enmarcarse dentro del cometido que juega esta disciplina
en el ambito de la Ingenieria en general y més concretamente dentro de las especificaciones
detalladas en el B.O.E. para el nuevo Plan de Estudios: Electromagnetismo, Teoria de Cir-
cuitos y Estado Sélido. En este sentido, la misién que deberia desempeiiar la Fisica en la
formacién de un Ingeniero en Informatica podria concretarse en proporcionar el conocimiento
adecuado de los fundamentos fisicos de las funciones y dispositivos utilizados actualmente en
la informatica, foténica, robética y, en la medida de lo posible, la base fisica que le permita
afrontar los futuros avances tecnolégicos. Con este objetivo, se han estructurado un conjunto
de contenidos referentes a los fenémenos, conceptos, principios y leyes del Electromagnetismo,
Teoria de Circuitos e Introduccién al Estado Solido y sus aplicaciones a la Informaética.

2 Consideraciones Metodologicas

Los contenidos de Fisica para Ingenieria Informatica pueden agruparse en dos bloques: Elec-
tromagnetismo y Estado Solido. Dichos bloques se desarrollan, fundamentalmente, en las
asignaturas cuatrimestrales “Fundamentos Fisicos de la Informatica” y “Complementos de
Fisica” respectivamente. La organizacién de ambas asignaturas cuatrimestrales se ha disefia-
do en funcién de las necesidades basicas de conocimiento que debiera adquirir un futuro
ingeniero informatico. En este sentido se potenciaran aquellos temas, tanto de Electromag-
netismo como de Fisica del Estado Sélido, que tengan més relacién con la tecnologia de los
ordenadores. Algunos puntos a los que se prestara una especial atencién son: teoria de cir-
cuitos, almacenamiento y lectura de datos (magnética, 6ptica, magneto-6ptica), transmisiéon
de informacién (cables coaxiales, fibras 6pticas), conduccién eléctrica en semiconductores y
funcionamiento de dispositivos electrénicos y optoelectrénicos.

En la temporizacién del programa se han tenido en cuenta los conocimientos que el alumno
trae de cursos anteriores. Asi, se ha dedicado mas tiempo a los contenidos novedosos del
programa y menos a los temas ya conocidos por el alumno. El enfoque de los temas novedosos
sera eminentemente aplicado, con énfasis en la explicacion de los fené6menos y leyes fisicas mas
relevantes y una especial dedicacién a la realizacién de problemas, ejercicios y practicas de
laboratorio. Para los temas ya conocidos por el alumno, se optara por un enfoque mas practico
que tedrico, dedicando mayor atencién al desarrollo de ejercicios y problemas relacionados



con la materia. De este modo se pretende evitar la r2peticién de explicaciones tedricas ya
supuestamente conocidas y utilizar los ejercicios como elementos para refrescar los contenidos
teéricos. Ademas, la realizacion de abundantes problemas permitira cubrir suficientemente
la materia de estos temas.

3 Temarios de las asignaturas

Asignatura: Fundamentos Fisicos de la Informatica (FFI)
(6 créditos)

1. ELECTROSTATICA

(a) Introduccién
(b) Campo eléctrico de un carga puntual:
i. Ley de Coulomb,

ii. Potencial y flujo (circulacién, gradiente, integral del flujo)

iii. Teorema de Gauss
(c) Principio de superposicién: distribuciones de carga discretas y continuas.
(d) Condensadores
(e) Campo eléctrico en la materia

i. Dipolo eléctrico: cargas ligadas y polarizacién

ii. Vector desplazamiento eléctrico

(f) Energia electrostatica
2. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

(a) Introduccién

(b) Vector densidad de corriente J
(¢) Conductividad, ley de Ohm
(d) Fuerza electromotriz

(e) Circuitos de corriente continua

i. Redes lineales
ii. Leves de Kirchhoff
iii. Principio de superposicién y teorema de Thevenin

iv. Balance de potencia
3. MAGNETOSTATICA

(a) Introduccion



(b) Fuerza de Lorentz
i. Efecto Hall

ii. Momento dinamico sobre una espira de corriente
(c) Ley de Biot-Savart
(d) Ley de Ampére

(e) Solenoides
4. INDUCCION ELECTROMAGNETICA

(a) Introduccién
(b) Ley de Faraday-Lenz
; (c) Autoinduccién e induccién mutua

(d) Energia asociada al campo magnético
5. MAGNETISMO EN LA MATERIA

(a) Introduccién
(b) Descripcién microscépica

1. Dipolos magnéticos atémicos

1i. Paramagnetismo y diamagnetismo
(c) Vector Magnetizacion M. Corrientes equivalentes de magnetizacién
(d) Vector intensidad de campo magnético H
(e)

(f) Almacenamiento y lectura magnética de datos

e) Ferromagnetismo y Ferrimagnetismo

6. ECUACIONES DE MAXWELL

(a) Introduccién

(b) Ley de Gauss para el campo eléctrico
¢) Ley de Gauss para el campo magnético

(d) Ley de Faraday—Maxwell

(
(e) Densidad de corriente de desplazamiento, ley de Ampére-Maxwell
7. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

(a) Introduccién

(b) Comportamiento electromagnético de una resistencia, autoinduccién y condensa-

dor
(c) Transitorios de apertura y cierre en circuitos RC y RL

- (d) Generador de f.e.m. sinusoidal



(e) Fasores

(f) Impedancia en circuitos de corriente alterna
(g) Estudio de circuitos RLC

(h) Potencia en corriente alterna
(i) Resonancia

8. TEORIA GENERAL DE ONDAS

(a) Introduccién
(b) Ecuacién de ondas de D’Alembert
(c) Ondas arménicas
(d) Superposicién de ondas:
1. Interferencia y difraccién
ii. Grupo de ondas

(e) Transmisién de informacién: ondas moduladas
9. ONDAS ELECTROMAGNETICAS EN EL ESPACIO LIBRE

(a) Introduccién

(b) Ecuacion de ondas electromagnéticas

(c) Ondas electromagnéticas planas arménicas

(d) Vector de Poynting

(e) Teoria elemental de antenas: antenas dipolares y asociacién de antenas

(f) Espectro electromagnético
10. ONDAS GUIADAS

(a) Introduccién
(b) Lineas de transmisién

1. Modelo circuital de parametros distribuidos
ii. Ecuaciones del telegrafista
iii. Impedancia caracteristica
iv. Acoplo de impedancias

(c) Guias de ondas: gufa rectangular y guia dieléctrica

Bibliografia (FFI)

e Gettys, W.E., Keller, F.J. y Skove, M.J.: Fisica Cldsica y Moderna. Edt. McGraw-
Hill/Interamericana de Espaifia, 1991
item Tipler, P.A.; Fisica (tomo 2). Reverté, Barcelona 1992
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et

e Alonso, M. y Finn, E.J.; Fisica (tratado en tres volimenes), Vol. II: Campos y Ondas,
Edt. Addison—Wesley Iberoamericana, 1992

o Sears, F.W., Zemansky, M.W., Young, H.D.; Fisica Universitaria. Edt. Fondo Educa-
tivo Interamericano, México, 1986

e Llinares, J. y Page, A.; Flectromagnetismo y Semiconductores. Servicio de Publicacio-
nes de la Univ. Pol. de Valencia, 1987

o Cheng, D.K.; Fundamentos de Electromagnetismo para Ingenieria, Edt. Addison-
Wesley Iberoamericana, 1997

o Serway, R. A.; Fisica, Ed. McGraw-Hill, 1989

Asignatura: Complementos de Fisica (CF)
(4.5 créditos)

1. FUNDAMENTOS DE FISICA ATOMICA

(a) Cuantizacién de la radiacion

1. Espectros opticos

ii. Espectros de rayos X
iii. Modelo atémico de Bohr
iv. Efecto fotoeléctrico

(b) Dualidad del microcosmos

i. Dualidad de la radiacién
ii. Micronivel
1. Dualidad de la materia

tv. Difraccién de electrones
2. FUNDAMENTOS DE FISICA CUANTICA

(a) Ecuacién de Schrédinger
(b) Particula libre

(c) Particula ligada. Cuantizacién

(d) Principio de Heisenberg

(e) Laser

(f) Pozos bidimensionales de potencial
(g) Atomos hidrogenoides

(h) Numeros cuanticos

(i) Orbitales
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3. MATERIA CONDENSADA

(a) Enlace iénico y covalente
(b) Enlace metalico
i. Deslocalizacién de los electrones
ii. Niveles y bandas de energia
(c) Estructura reticular
1. Simetria de traslacién y puntual
ii. Celda elemental
iii. Red y motivo
iv. Redes de Bravais cibicas y exagonales

(d) Celdas elementales del Si, Ge, AsGa

(e) Piezoelectricidad

(o

4. METALES

(a) Fenomenologia
(b) Conduccién eléctrica en metales
(c) Modelo de Drude

(d) Modelo de Sommerfeld

(e) Gas de Fermi

i. Densidad de estados
ii. Funcién distribuciéon de Fermi-Dirac

(f) Unién intermetalica. Efecto Volta

— (g) Efectos fotoeléctrico externo y termoiénico
5. TEORIA DE BANDAS

(a) Niveles, subniveles y bandas. Origen fisico
(b) Modelo de Bloch, Brillouin, Wilson

(c) Clasificacion de sélidos

(d) Observacién experimental de las bandas

(e) Emision de campo y microscopio iénico
6. SEMICONDUCTORES INTRINSECOS
(a) Generalidades

(b) Excitacién térmica y radiante, Er

(c) Generacién y recombinacién. Ley de accién de masas



(d) Dinamica de los electrones en la red

1. Masa efectiva

ii. Electrones y huecos
(e) Transiciones directas e indirectas

(f) Termistores. LDR. Bolémetros

7. SEMICONDUCTORES EXTRINSECOS

(a) Dopaje. Niveles de impurezas

(b) Excitacién térmica de portadores

(c) Distribucién de portadores y energia de las bandas de conduccién y valencia
(d) Neutralidad y ley de acciéon de masas

(e) Variacion del nivel de Fermi con la temperatura y la concentracién de impurezas
(

(g) Arrastre, difusion y vida media

f) Dopaje no uniforme. Inyecciéon de portadores

8. UNION PN

(a) Unién no polarizada. Zona de carga espacial
(b) Uni6n abrupta: p(z),V(z),E
(c) Unién polarizada
1. Arrastre, difusién y vida media
1i. Ecuacién de Schockley
(d) Diodos detectores de luz: Fotodiodos
(e) Diodos tanel, Zener, de avalancha y PIN.
(f) Diodos emisores LED y LASER. Lector de CDROM
(g) Células fotovoltaicas

g
(h) Unién metal-semiconductor
9. TRANSISTORES

(a) Transistores bipolares: parametros y caracteristicas
(b) Modelo de Ebers—Moll

(c) Transistores monopolares: FET y MOSFET

(d) CHIP

10. PROPIEDADES DIELECTRICAS DE LOS SOLIDOS

(a) Teoria microscépica de la polarizacion. Magnitudes p, o, P, E yD

(b) Piezo y ferroelectricidad
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(c) Polarizaciéon en un campo alterno

(d) Modernas aplicaciones de los dieléctricos

11. PROPIEDADES MAGNETICAS DE LOS SOLIDOS

(a) Razones giromagnéticas orbital y de spin
(b) Magnitudes x.m,pm,M,Hy B
(c) Estructura dominial

(d) Grabacién electrénica y magnética de datos

Bibliografia (CF)
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Rosenberg, H.M.; El Estado Sélido. Alianza Universidad Textos. Barcelona, 1991

Vlinares, J. y Page, A.; Electromagnetismo y Semiconduct~res. Servicio de Publicacio-
nes de la Univ. Pol. de Valencia, 1987

Pavlov. P.V. y Jojlov, A.F.; Fisica del Estado Sélido. Edt. MIR

4 Practicas de las asignaturas

Las clases tedricas impartidas en ambas asignaturas cuatrimestrales serdn complementadas
con practicas de laboratorio. En principio cada alumno deberé realizar cuatro sesiones de
practicas en la asignatura “Fundamentos Fisicos de la Informdticd’, y dos sesiones en la
asignatura “Complementos de Fisica”. La duracién aproximada de cada sesién sera de dos
horas. Existe a disposicién de los alumnos un Cuadernillo de Practicas donde se esboza el
fundamento tedrico de cada una de las practicas asi como una descripcién detallada de los
pasos a seguir para su realizacién. Una vez finalizadas las sesiones précticas, cada pareja de
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alumnos debera presentar una memoria donde se detallaran especialmente aquellas cuestiones
indicadas en el cuadernillo de practicas.

Para aprobar cada una de las asignaturas que nos ocupan, es condicién necesaria haber
realizado las practicas y haber obtenido, al menos, la calificacién de Apto en la memoria
elaborada. El peso de la nota de practicas en la calificacién final de las asignaturas sera
de aproximadamente un 10% (de acuerdo con la relacién del tiempo asignado a las mismas
respecto del tiempo total correspondiente a la asignaturas).

5 Examenes
En cada una las asignaturas, se realizard un examen escrito sobre los contenidos impartidos

en las clases de teoria y problemas. El peso de la calificacién de dicho examen en la nota
final de cada una de las asignaturas sera de un 90%.



